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1. はじめに 

強相関電子メモリ(Correlated electron Rando

m Access Memory : CeRAM)は炭素をドープ

した遷移金属酸化物薄膜により実現される電

気的制御によるモット転移を用いた次世代不

揮発性メモリである[1]。本メモリは極低温か

ら高温までの広い動作温度範囲、高速動作、C

MOS プロセスとの互換性などの利点を有する。

先行研究ではスピンコート法により CeRAM

が実証されている。本研究では、三次元立体構

造の被覆性に優れるミスト CVDにより炭素ド

ープした NiO 薄膜を形成し、デバイスを作製

した。室温および 125℃での電流電圧測定から

CeRAMの動作を確認したので報告する。 

2. 実験方法 

炭素ドープしたNiOをPt/Ti/SiO2/Si基板上に

大気圧下で高品質な薄膜形成が可能なミスト

CVD により形成した。また、上部電極として

Pt をスパッタリングで堆積し、キャパシタサ

イズ 16 μmΦ の Pt/NiO/Pt 素子を作製した。作

製したデバイスに関して、室温と 125℃での電

流電圧測定を行った。 

3. 実験結果と考察 

Fig. 1に作製したデバイスの構造および室温

での V = 0.1 Vのときの抵抗値(R = V/I)の変化

を示す。初期状態が低抵抗であり、これは先行

報告での CeRAMの動作と一致する。また、30

回以上のスイッチング動作にも成功し、メモリ

として機能していることが分かる。次に Fig. 2

に室温および 125℃での電流電圧測定の結果

を示す。室温および 125℃でのスイッチング動

作を観測しており、先行報告でも述べられてい

るように CeRAM は高い熱耐久性を有してい

ることがわかる。以上の結果より、ミスト CVD

で炭素ドープした NiO を用いた CeRAM の実

証に成功し、室温および 125℃でのスイッチン

グ動作の確認に成功した。 
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Fig. 1. Device structure and resistance change 

under applied voltage. 
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Fig. 2. IV characteristics of C-doped NiO  

      at (a) Room Temperature and (b) 125℃ 
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